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Leia a prova inteira. Sem consulta. Durag&o: 1h30min. Boa sorte !

Os calculos deverdo ser apresentados; respostas e resultados sem justificativa ou demonstragao nao seréo aceitos. O célculo
aproximado seré aceito desde que seja justificado ou desde de que seja feito como em sala de aula. A corregao levara em conta o
procedimento {encaminhamento) e o resultado final devera ser decorrente. E permitido utilizar o formulario anexo; obs.: desprezar ro

no modelo re

Colocar o nome antes de comegar fazer a prova € entregar todas as folhas (de questdes, o formulario e as folhas de respostas)
Escrever com caneta a resposta final dentro do retangulo.

1. Projeto — Dimensionamento

Para o circuito abaixo para os transistores NPN, pede-se:
a) Para o circuito da fig.1, Dimensionar Rg, Rc € Re

(3,5 pontos)
(serri aproximagéo)

b) No circuito da fig. 2, o transistor esta funcionando como chave, pede-se dimensionar Rg (sem
aproximag&o) para que a tensdo de saida seja ou “zero” ou 5 volts. A resisténcia encontrada €

minima ou maxima ?
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Figura 2

Fig. 1 Dados: V¢ = 6,4v; Vec = 15v; Beta =150 e Vg (tensdo no emissor em relagéo ao terra) = 15%de Vcc

le = 5mA (pede-se calculo exato)

Fig.2 Dados: Vco= 5v, Beta = 325 Rc= 1K ohms, E= 42V Vpe =0tV
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2. Para o amplificador abaixo de dois estagios (6,5 pontos)
a) determine o ganho de tens&o de cada estagio e o total (complete a tabela abaixo)

b) Qual a maxima tens&o na entra VG para que n&o haja distorgédo na tensédo de saida ?
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dados {(em ohms): Rgs = 18K; Rgz = 3K3; Rc1=2K2; Req = 1K; Rg = 560K; Rc,=1K8; e Rg = 820; Rg = 450
transistores com B1 =250 e B2 =200; Ve = 12v (o calculo podera ser feito pelo método aproximado)
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